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Объект исследования – поликристаллические слои Si1-xGex сплавов до и 

после водородной обработки и равновесной термообработки. 

Цель работы – получение улучшенных электрических и оптических 
характеристик поликристаллических слоев SiGe, выращенных методом хи-
мического осаждения из газовой фазы путем обработки указанных слоев в 
водородной плазме с последующей термообработкой. 

Проведен анализ современных методов модификации электрофизиче-
ских и оптических свойств полупроводниковых слоев на основе SiGe спла-
вов. 

Освоена методика приготовления образцов для водородной обработки 
и исследования электрофизическими (слоевое сопротивление, холловские 
измерения) и оптическими методами (оптическая спектрометрия). 

Изготовлены структуры с поликристаллическими слоями Si1-xGex раз-
личной толщины и композиционного состава, проведена водородная обра-
ботка и термическая обработка указанных структур, исследованы электрофи-
зические и оптические свойства поликристаллических слоев Si1-xGex. Прове-
дено сравнение эффекта водородной обработки с импульсной лазерной обра-
боткой относительно оптических свойств слоев Si1-xGex. 

Установлена зависимость электрофизических и оптических свойств 
структур со слоями Si1-xGex при обработке в водородной плазме от длитель-
ности обработки и от композиционного состава слоев Si1-xGex. 
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Object of study are polycrystalline layers of Si1-xGex alloys. 

Purpose – the formation of polycrystalline layers of Si1-xGex alloys treated 
by hydrogen plasma and equilibrium thermal treatment. 

The methods of modification of electrical and optical properties of the SiGe 
semiconductor layers were analyzed. 

The well-known sample preparation technique was adapted for the hydrogen 
processed SiGe samples and for investigation of the SiGe samples by 
electrophysical and optical methods. 

The polycrystalline structures with Si1-xGex layers of different Ge 
composition were grown. To study the electrophysical and optical properties of 
polycrystalline Si1-xGex layers the samples of SiGe layers were processed by 
hydrogen plasma and equilibrium thermal treatment. The effect of the high 
temperature treatment on the electrophysical and optical properties of the Si1-xGex 
layers was found. 

It was found that sheet resistance, mobility and carrier concentration in 
plasma processed Si1-xGex based structures depends on the duration of plasma 
treatment and Si1-xGex composition. 


